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＜緒言＞  

広いπ共役系を持つ電子欠損性骨格であるナフトビスチ

アジアゾール（NTz）は、半導体ポリマーの有用なビルディ

ングユニットである。例えば、NTz とジアルキルクワテル

チオフェン（4T）から成るポリマーPNTz4Tは、有機電界効

果トランジスタ（OFET）において高い p 型特性を示す[1]。

一方、NTz の類縁体であるナフトビスオキサジアゾール

（NOz）を導入した PNOz4T は、NOz の高い電子欠損性に

よりさらに深いエネルギー準位を与え、OFETにおいてアン

ビポーラ特性を示す[2]。そこで本研究では、電子欠損性の向上とユニポーラな n型半導体特性の

発現を期待し、NTzに強力な電子求引性基であるシアノ基を 2つ導入したジシアノナフトビスチ

アジアゾール（CN-NTz)とそれを基調とするポリマーを開発し（Figure 1）、ポリマーの基礎物性、

薄膜構造および OFET特性を調査した。 

＜結果と考察＞  

サイクリックボルタメトリにより評価したエネルギ

ー準位を Figure 2a に示す。合成したポリマーはいずれ

も PNTz4Tよりも深いエネルギー準位を示した。これは、

シアノ基導入により NTz 骨格の電子欠損性が向上した

ことを示唆している。これらのポリマーを活性層とした

OFET を作製し評価したところ、PCNT、PCNT-oF2、

PCNT-iF2 はアンビポーラ特性を、PCNT-F4 ではユニポ

ーラな n型特性を与えることが明らかとなった（Figure 

2b）。さらに、全てのポリマーは 0.1 cm2 V−1 s−1を超える

移動度を与えた。本講演では、CN-NTz系ポリマーの構

造－物性相関についても議論する予定である。 
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Figure1. Chemical structures of 

PNTz4T, PNOz4T and PCNT. 
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Figure 2. (a) Energy diagrams of 

CN-NTz-based polymers. (b) Transfer 

characteristics of the PCNT-based OFET 

device. 
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